AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU DOSYALARI HAZIRLAMA KILAVUZU
Bu kılavuz, siz değerli akademisyenlerin akademik teşvik dosyalarının, daha özenli ve hatasız incelenmesi için hazırlanmıştır. Öğretim elemanlarımızın teşvik hak ediş ödemelerinde problem yaşanmaması için, kılavuzda belirtilen formatlara uyulması önem arz etmektedir.
Dosyalar hazırlanırken format dışı 	hazırlanan dosyaların, birimlerimizde oluşturulan komisyonlar tarafından ilgililerine tekrar düzenlemeleri için kesinlikle iade edilecek olup, bunun zaman kaybına neden olacağı göz önüne alınmalıdır.
1. YÖKSİS’ten Alınacak Başvuru Beyan Formu
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2. Üniversitemiz Sitesinden Alınacak Olan, Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu
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3. Klasöre Yerleştirilecek Dosyalar ve Formatları
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4. Eserlerin Yerleştirilmesi
Eserler yerleştirilirken her bir yayın türü (Örn; Makale, Tebliğ) için hazırlanmış olan Şeffaf plastik kapaklı A4 telli dosya içerisine yerleştirilecek poşet dosyalar, her bir eser için bir poşet dosya olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Makale için: 1. Poşet Dosya=1.Makale, 2. Poşet Dosya=2.Makale
Bildiri için: 1. Poşet Dosya=1.Bildiri, 2. Poşet Dosya=2.Bildiri

5. Eser No’ un Belirtilmesi
Her bir eser için sırasına göre hazırlanan poşet dosyanın sağ üst köşesine YÖKSİS başvuru dosyasında verilen eser numarası(aşağıda) eklenecektir.

5.1. YÖKSİS’teki Eser No Bölümü:
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5.2. Eser No’sunun yayına eklenmiş hali:
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6. Yazar İsminin Belirtilmesi 
Eserlerde ve Kaynakça bölümlerinde geçen ilgili öğretim elemanının adı fosforlu kalemle belirtilecektir. 
6.1. Kaynakça gösterimi,
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6.2. Makale gösterimi,
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The Fabrication and MOSFET-Only Circuit
Implementation of Semiconductor Memristor

Yunus Babacan,- and Fatih Gul®

Abstract—In this paper, aZnO-based semiconductor thin
film memristor (300 nm in thickness) device is fabricated
using metallic top and bottom electrodes by direct-current
reactive magnetron sputter. The memristive characteristics
of the device were completed by time-dependent current—
voltage (V-f) measurements, and the typical pinched
hysteresis iV loops of the memristor were observed.
continued with the designing memristor

The proposed circuitis suitable both for emulating the fabri-
cated memristor and for using general memristor-based
applications. Any circuit blocks such a:
element are not used in the circuit to obtain mem:
tive characteristic
emulator circuit are compatible with general characteristics
of the fabricated semiconductor device. The MOSFET-based
proposed memristor emulator circuit is laid out in the
Analog Design Environment of Cadence Software using
180-nm TSMC CMOS process parameters andiits layoutarea
is 366 um?2. So as to show its performance, the dependences
of the operating frequency and process corner as well as.

Menristor characteristics are revealed by most metal-oxide
semiconductors, including TiOy, TaO,., ZnO, HfOz, VO,, and
s0 on [16], [35], [36]. Amongst these oxide-based materials,
ZnO has become increasingly popular in recent decades for
use in memristor-based devices [37] thanks to its unique
optical and electrical properties [38]. The existence of pinched
hysteresis loops at the first and third quadrant of the /-V
plane is the first fingerprint of semiconductor memristors [39].
These pinched hysteresis loops are definitely shown by our
ZnO-based meristor device.

‘There are many memristor emulators [17]-{30] presented by
researchers because of the fact that it was commercially
unavailable. But many previous emulators have complex
structures or need extra circuit blocks, which cause more
power consumption to obtain nonlinear characteristics. These
emulators are far from the real memristor circuit element
that is why fully MOS transistors based very simple
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A new grounded memristor emulator based on MOSFET-C
Abdullah Yesil

"Dept. of Naval Architecture and Marine Enginering, Bandirma Onyedi Eyll Univeriy, 10200 Balikesr, Turkey

ARTICLE INFO ABSTRACT
Keypworde In this paper, memristor emulator circuit consiting of only seven MOS transstors and one grounded capacitoris
Memistor emulaor presented. Memristors exhibit nonlinear voltage-current relationship and many previous emulator circuits have

‘multplier circuit to provide the nonlinear characteristic of the memristor. But there is no any multiplier circuit

MOSFET-C block in the proposed circuit so the proposed memristor circuit occupies low chip area. The memristor circuit is
Layout 1aid by using Cadence Environment with TSMC 0.18 um process parameters and islayout dimensions are only

12pum x 38 pm excluding the area of the capacitor. The post-layout simulation resuls for memristor are given o
demonstrate the performance of the presented memristor emulator in different operating frequencies, process
comer, and radical temperature changes. All postlayout simulations agree well with theoretical analyses.
Besides the VLSI implementation of the memristor, the proposed circuit is built on the breadboard using discrete
circuit elements.
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